

















































 第 5 章では、この界面構造に着目し、その界面構造を直接操作することで、八面体構造

















 第 7 章では、基板から受けるエピタキシャル歪みの影響を考察するために、今までの伸
張歪みに加えて圧縮歪みを薄膜に導入することで構造の変化を調査した。これまでの伸張
歪みの GdScO3基板の代わりに NdGaO3基板を用いて圧縮歪みを導入することで、SrRuO3
薄膜中の八面体の傾斜は界面数層で抑制されて正方晶構造になることが分かった。磁気測
定により、同じ正方晶構造でも磁気異方性が圧縮歪みと伸張歪みで異なることが明らかと
なった。このように、基板から受ける歪みの違いが薄膜の構造特性に大きく影響すること
を見出した。 
 現在、機能性酸化物ヘテロ構造について数多くの研究が行われてきているが、材料設計
の指針となる構造メカニズムは未だ明らかとなっていない。本研究で提案した構造解析手
法は、材料の界面構造の原子分解能観察において高い汎用性を持った解析手法である。ま
た、得られた解析結果は、新規材料開発において大いに役に立つ知見であると考えられる。
本手法を用いて様々なヘテロ構造を包括的に解析することで、物性に関わる酸素八面体の
原子レベルでの構造制御が可能になると考えている。 
